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1. はじめに 

 酸化亜鉛(ZnO)は安価で人体に無害、ワイドバンド

ギャップ(3.37eV)、直接遷移型半導体という特徴を

持つことから、LEDの新材料として期待されている。

本研究では ZnOを用いて、作製方法に真空装置が不

要なミスト CVD 法[1]を採用することで、材料・作

製コストともに低価格な LED の実現を目指してい

る。 

 我々のグループでは、ミストを基板面に平行に流

す従来型ミスト CVD 装置を改良し、ミストを基板に

対して垂直に供給しながら、基板を高速回転させる

構成の装置を開発している。この装置により、2イン

チのサファイア基板全面にほぼ均一な膜厚・膜質を

有したZnO単結晶薄膜を形成することに成功してい

る[2]。 

 本研究では、大気圧下成膜可能なミスト CVD 法

で、自発分極やピエゾ電界が発生しない非極性面で

ある a 面及び m 面 ZnO 薄膜を、バッファ層を用い

て結晶性向上させることを目的とする。 

 

2. 実験方法 

 ZnO バッファ層(ZnO-BL)及び ZnO 薄膜の成膜を

ミスト CVD法にて行った。初めに従来型のミストを

基板面に平行に流す方式で、r面サファイア基板とm

面サファイア基板上に ZnO-BL を形成させた。使用

溶液は 0.1mol/L の酢酸亜鉛(Zn(CH3COO)2)水溶液

で、成膜時間は 30min、キャリアガスに流量 10L/min

の窒素(N2)を用い、成膜温度は 300℃~500℃とした。

次に基板を高速回転させる方式でバッファ層上に a

面 ZnO薄膜とm面 ZnO薄膜を成膜した。使用溶液

は塩化亜鉛(ZnCl2)水溶液で、成膜時間は 30min、キ

ャリアガスに流量 5L/minの窒素(N2)を用い、成膜温

度は a 面 ZnO 薄膜では 600℃、m 面 ZnO 薄膜では

725℃とした。 

 

3. 実験結果及び考察 

 ZnO-BL の成膜温度が 350℃~450℃の時、微結晶

が密に形成されていることが確認された。これは、使

用溶液として用いた(Zn(CH3COO)2)水溶液中の炭素

(C)が、結晶成長における原子の拡散を抑制したため

と考えられる。 

図 1に r面サファイア基板と a面 ZnO、m面サフ

ァイア基板と m面 ZnO の関係及びそれぞれの軸方 

図 1：各基板と薄膜の格子不整合率 

 

図 2：ωロッキングカーブによる半値幅 

 

向における格子不整合率を示す。図 2に X線回折(ω

ロッキングカーブ)の半値幅を示す。ZnO-BL を導入

することでZnO薄膜の半値幅がすべての軸方向で減

少しており、結晶性の向上が見られた。また、どちら

の薄膜でも格子不整合率が大きい方向でバッファ層

が効果的に寄与し、結晶性を向上させたと考えられ

る。 

 

4. まとめ 

 今回、成膜の過程で真空環境を用いないミスト

CVD 法にて、ZnOバッファ層上において非極性面で

ある a面及びm面 ZnO薄膜を形成した。その結果、

ZnO バッファ層上 ZnO 薄膜のωロッキングカーブ

の半値幅が低下し、結晶性の向上において顕著な面

内異方性が確認された。 
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